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1. Aufgabe: 15 P. 

Ein Wirkwiderstand von R =3300 und 
eine reaIe Spule sind in Reihe an eine 
Wechselspannungsquelle geschaltet. 
Die Abbildung zeigt das Linien­
diagramm ihrer Spannungen. 
a. 	Berechne die Effektivwerte der 

beiden Teilspannungen sowie den 
Effektivwert der Stromstarke. (3 P.) 

b. Bestimme 	 den Phasenverschie­
bungswinkel zwischen den beiden 
Teilspannungen. Welche Teil­
spannung ist voreilend? (3 P.) 

c. Ermittle zeichnerisch den Scheitel­
wert der Gesamtspannung u und 
berechne anschlieBend deren 
Effektivwert U. (3 P.) 

d. Bestimme die Induktivitat und 	den 
Verlustwiderstand der Spule. (6 P.) 
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2. Aufgabe: 15 P. 

In der abgebildeten Schaltung mit der Induktivitat L = 22 mH, 
der Kapazitat C =0,33J.1F und dem Wirkwiderstand R =4700 
herrscht am Wirkwiderstand eine sinusformige Wechsel­
spannung von UR = 12 V/1 kHz. 

a. 	Berechne den Gesamtwiderstand. (7 P.) 

b. 	Ermittle den Gesamtstrom und die Gesamtspannung. (6 P.) 

c. Bestimme den Phasenverschiebungswinkel zwischen der Gesamtspannung und dem Gesamtstrom. 
(1 P.) 

d. Erklare, ob sich die Schaltung ein induktives ein kapazitives Gesamtverhalten hat. (1 P.) 
•.r~"__''"1l~

Bemerkung : Aile Berechnungen sind mit e mplexen Zahlen auszufiihren! 
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3. Aufgabe: 6 P. 
Beschreibe und erklare die Vorgange im Halbleiterkristall, wenn an eine Diode eine Spannung in 
Durchlassrichtung angeschlossen wird. 

4. Aufgabe: 9 P. 
Gegeben ist die idealisierte Kennlinie 
einer Diode, die mit einem IF 
Vorwiderstand an eine 9 V-Batterie rnAangeschlossen wird. 

30a. 	Ermittle die Schwellspannung und 
den differentiellen Ersatz­
widerstand der Diode. (2 P.) 25 

b. Zeichne und beschrifte die 
20gesamte Schaltung mit der 

Ersatzschaltung der Diode. (1 P.) 
15c. Wie 	 groB muss der Widerstand 

sein, damit ein Strom von 20mA 
flie6t? (3 P.) 10 

d. Berechne die Verlustleistung 	der 
Diode. (3 P.) 5 
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6. Aufgabe: 16 P. 

Ein Transistor mit den abgebildeten Kennlinienfeldern (siehe Arbeitsblatt Seite 3) wird in 
Emitterschaltung mit einer Betriebsspannung von 15V und einem Kollektorwiderstand von 150 
betrieben. Der eingangsseitige Arbeitspunkt kann aus dem Arbeitsblatt herausgelesen werden. Er wird 
mithilfe eines Spannungsteilers mit einem Querstromverhaltnis von 5 eingestellt. 

Die abgebildete sinusformige Wechselspannung U1 soli verstarkt werden. 

a. 	Berechne die Widerstande des Spannungsteilers. (4 P.) 

b. 	Zeichne die Arbeitsgerade und die Stromsteuerkennlinie. (4 P.) 

c. 	• Bestimme zeichnerisch das liniendiagramm der Ausgangs-Wechselspannung. 
• 	 Wie groB ist die Phasenverschiebung zwischen Eingangs-und Ausgangswechselspannung? 

(3 P.) 

d. Bestimme die Spannungs-, Strom- und Leistungsverstarkung anhand der Kennlinienfelder.(4 P.) 
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